
 
 

การไบอัสทรานซิสเตอร 
                         (Transistor Biasing) 

 

4.  การไบอัสทรานซิสเตอร 
 การไบอัส (Biasing) หมายถึง การกําหนดคาแรงดันและกระแสทางไฟฟากระแสตรงใหกับ
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทํางานตามตองการ 
 จากคุณสมบัติของทรานซิสเตอรที่ทํามาจากสารเจอรมันเนียม  มีคาแรงดันตกครอม 

BEV 0.3 V= และทํามาจากสารซิลิกอนมีคา BEV 0.7 V=  (ที่ 25 องศาเซลเซียส) 
 

 
 

รูปที่ 4.1 แสดงการทํางานของทรานซิสเตอรแบบ NPN 
 

จากกระแสของทรานซิสเตอร 
 E C BI     I I= +  (4.1) 
 ซ่ึงอัตราสวนของกระแส CI  ตอ BI  จะแทนดวยสัญลักษณ β  (เบตา) หรือ FEh  สวน
อัตราสวนของกระแส CI  ตอ EI  แทนดวยสัญลักษณ α  (อัลฟลา) และ อัตราสวนของกระแส EI  ตอ BI  
แทนดวยสัญลักษณ γ  (แกรมมา) ซ่ึงแตละตัวจะมีความสัมพันธกัน ดังนี้คือ 

 เบตาในเทอมอัลฟลา   
1
α

β =
−α

 (4.2) 

 เบตาในเทอมแกรมมา 1β = γ −  (4.3) 

 อัลฟลาในเทอมเบตา  
1

β
α =

β+
 (4.4) 

 อัลฟลาในเทอมแกรมมา 1 γ −α =
γ

 (4.5) 



60 วงจรอิเล็กทรอนิกส 1 
 

 แกรมมาในเทอมมเบตา 1γ = β+  (4.6) 

 แกรมมาในเทอมอัลฟลา 1 
1

γ =
−α

 (4.7) 

อัตราสวนของของกระแสในตัวทรายซิสเตอร BI  และ CI  จากสมการ 
 C FE BI  h I=  (4.8) 
หรือ 

 C
B

FE

II = 
h

 

ดังนั้นจะได 

 ( )
E B FE B

FE B

C

I   I h I
    1 h I
    I

= +

= +

≅

 

และ 
 

( majority ) (min ority )C C CBOI  I  I= +  (4.9) 

 เมื่อทรานซิสเตอรทํางานที่อุณหภูมิที่ตางจากอุณหภูมิหองก็จะทําใหคาของ BEV  และคา FEh  
เปลี่ยนแปลงไปดังรูปที่ 4.2 และ 4.3 ตามลําดับ 

 
 

รูปที่ 4.2 ผลของอุณหภูมิที่มผีลตอ แรงดัน BEV  
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รูปที่ 4.3 ผลของอุณหภูมิที่มผีลตอคา FEh  
 

 เมื่อนําเอาทรานซิสเตอรไปใชงานจริง จะพบวามีปญหาเกิดขึ้นคือ ทรานซิสเตอรแตละตัวจะมี
คุณสมบัติและจุดทํางานที่แตกตางกันออกไป  ถาใหกระแสไหลในวงจรมากเกินไปจะทําให
ทรานซิสเตอรอยูในสภาวะอิ่มตัวได และถาลดกระแสมากเกินไปก็อาจจะทําใหถึงจุดคัทออฟได 
 ปญหาอีกอยางหนึ่งคือ เวลาใชงานเมื่อทรานซิสเตอรแตละตัวตองการกระแสไมเทากันหรือจุด
ทํางานแตกตางกันไปแลวแตเบอรของทรานซิสเตอร จึงจําเปนที่แหลงจายจะตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
แตเวลาใชงานจริงจะใชแหลงจายหลาย ๆ ภาค ก็จะเปนการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ จึงจําเปนตองมีการ
จัดการทํางานใหกับทรานซิสเตอรหรือที่เรียกวา การจัดไบอัสทรานซิสเตอร 
                 การไบอัสทรานซิสเตอรแบงออกเปน 3 แบบคือ  
 -  การไบอัสแบบคงที่ (Fixed Biasing) 
 -  การไบอัสแบบปอนกลับ (Self Biasing) 
 -  การไบอัสแบบสเตบิไลซ (Stabilize Biasing) 
 

4.1  การไบอัสแบบคงที ่
 เปนการไบอัสแบบที่งายที่สุด ซ่ึงเปนการพิจารณาวงจรไบอัสแบบคงที่ ในขณะที่ไมมีสัญญาณ
เขามาทาง อินพุต ซ่ึง C1 เปนตัวเก็บประจุทําหนาที่ คัปปลิ้งสัญญาณอินพุต เขามายังขาเบสของ
ทรานซิสเตอรทําใหกระแสเบสแปรไปตามอินพุต และกระแสคอลเลคเตอรก็จะแปรผันตามกระแสเบส 
ทําใหสัญญาณเอาตพุตมีขนาดใหญกวาอินพุต และจะถูกนําออกไปยังวงจรอื่นโดย C2  



62 วงจรอิเล็กทรอนิกส 1 
 

 
 

รูปที่ 4.3 วงจรไบอัสแบบคงที่ 
 

 วงจรตามรูปที่ 4.3 ความตานทาน BR  เปนความตานทานที่กําหนดคากระแส BI  โดยมี แรงดัน 

CCV  จายไบอัสตรงใหกับขา B เทียบกับขา E เมื่อกระแส BI  ไหลจะทําใหกระแส CI  ไหลดวย
ทรานซิสเตอรเมื่อนํากระแสจะเกิดความรอน ทําใหความตานทานรอยตอระหวางขา C และขา E ลดลง 
กระแส CI จะไหลมากขึ้น ซ่ึงถายังจาย BEV  เทาเดิม กระแส BI  จะไหลมากขึ้น นั่นหมายถึงไบอัสที่จาย
ใหขา B ของทรานซิสเตอรมากเกินไป BR  ซ่ึงถูกกําหนดไบอัสใหขา B ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ทํา
ใหไบอัสถูกจายใหขา B ของทรานซิสเตอรมากขึ้นตลอดเวลา กระแส CI  ก็จะไหลมากขึ้นตลอดเวลา 
ทรานซิสเตอรจะรอนมากขึ้นทุกขณะจนชํารุดเสียหายได  

 นอกจากนี้ CBOI  ยังมีความไวตออุณหภูมิสูง เชน ทรานซิสเตอรที่ทําจากเยอรมันเนียม คา CBOI  
จะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเทาตัวทุก ๆ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอุณหภูมิหอง เปนผลให
คาของกระแส CI  มีคาสูงขึ้นตามไปดวย 
 ขอดี  ใชอุปกรณนอย 
 ขอเสีย  ไมคงที่ตออุณหภูมิ ไมสามารถนําไปใชงานแบบตอเนื่องได 
จากวงจรที่ในรูปที่ 4.3 สามารถแบงออกไดเปน 2 วงจร คือวงจรการไบอัสทางอินพุต และ เอาตพุต 
 



  การไบอัสทรานซิสเตอร 63 
 

 
 

รูปที่ 4.4 วงจรทางดานอินพตุของการไบอัสแบบคงที่ 
 

 จากรูปที่ 4.4 เมื่อพิจารณาโดยใชกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ  (KVL) จะไดสมการ 
 CC B B BEV I R V   0− − =  
 CC B B BE                       V  I R V= +  (4.10) 
ดังนั้น BI  จึงถูกจาํกัดคา ดวย BR  ดังนี้ 

 CC BE
B

B

V V I  
R
−

=  (4.11) 

 CC BE
B

B

V VR  
I
−

=  (4.12) 
 

 
 

รูปที่ 4.5 วงจรทางดานเอาตพุตของการไบอัสแบบคงที่ 
 

จากรูปที่ 4.5 เขียนสมการเพือ่หาคา CI  และ CEV  จากความสัมพนัธของ CI  กับ BI จะได 
 ( )CC C C CEV  I R V= +  
 ( )CE CC C CV  V I R= −  (4.13) 

 CC CE
C

C

V V R  
I
−

=  (4.14) 
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ตัวอยางที่ 4.1 จากวงจรการไบอัสแบบคงที่ใชทรานซิสเตอรชนิด Silicon กําหนดให 

CCV  20 V= B C FER 300 k   ,  R 2 k  ,  h 100= Ω = Ω =  จงคํานวณหาคา แรงดันและกระแสไบอัส 
วิธีทํา  
 หาคา BI  จากสมการ (4.11) 

 ( )

CC BE
B

B

V VI  
R

20 0.7  V
    

300 k
    64.33 A

−
=

−
=

Ω
= μ

 

 หาคา CI  จากสมการ (4.8) 

 
C FE BI  h I

    100 64.33 A
    6.43  mA

=
= × μ
=

 

 หาคา CEV  จากสมการ (4.13) 

 ( )
( )

CE CC C CV  V I R

      20 V 6.43 mA 2 k

= −

= − × Ω
 

       7.14 V=  ตอบ 
 

4.2  การไบอัสทรานซิสเตอรแบบปอนกลับหรือการไบอัสตัวเอง 
 ในวงจรไบอัสแบบปอนกลับดังรูปที่ 4.6 แทนที่ BR  จะรับกระแสเบสมาจาก CCV  เหมือนกับ
วงจรไบอัสคงที่ กลับนํากระแสเบสมาจากขาคอลเล็คเตอรของทรานซิสเตอร   

 
 

รูปที่ 4.6 วงจรไบอัสแบบปอนกลับ 
 

 จากรูปที่ 4.6 BR เปนความตานทานกําหนดกระแส BI  โดย BR  จะตอเขากับขา C และขา B 
ของทรานซิสเตอร เกิดแรงดัน BEV  จายเปนแรงดันไบอัสเมื่อกระแส BI  ไหลก็จะทําใหกระแส CI  ไหล
มากขึ้นทําใหความตานทานระหวางขา C และขา E ของทรานซิสเตอรลดลง ทําให CEV  จะมีแรงดันตก
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ครอมลดลงดวย ทําใหแรงดันที่จายใหขา B ลดลงดวย เมื่อแรงดัน BEV  ลดลง จะทําใหกระแส BI  ไหล
นอยลง ทรานซิสเตอรจะทํางานลดลงจนเขาสูสภาวะปกติ จะเห็นวาวงจรไบอัสแบบปอนกลับมี
เสถียรภาพทางอุณหภูมิดีกวาการไบอัสแบบคงที่ เพราะมีการปอนกลับแบบลบของ CEV   ซ่ึงจะทําให CI  
เพิ่มขึ้นนอยกวาในกรณีที่ตอ BR  กับ CCV โดยตรง 
 ขอดี  มีความคงที่ตออุณหภูมิดี และสัญญาณที่ถูกขยายออกเอาตพุตมีความเพีย้นต่ํา 
 ขอเสีย มีอัตราขยายต่าํเพราะสัญญาณที่สงออกเอาตพุต มีบางสวนถูกปอนกลับมาอินพุต 
 จากวงจรในรูปที่ 4.6 สามารถแยกวงจรเพื่อพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ วงจรทางดาน    อินพุต
และวงจรทางดานเอาตพุต ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 4.7 วงจรทางดานอินพตุของการไบอัสแบบปอนกลับ 
   

 จากรูปที่ 4.7 เมื่อพิจารณาโดยใชกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ จะไดสมการ                  
 '

CC C C B B BEV I R I R V   0− − − =  (4.15) 
 จะเห็นวากระแสที่ไหลผาน CR  ไมใช CI  แตเปน '

CI  (เมื่อ '
C C BI I I= + ) ซ่ึงคากระแส CI  

และ '
CI  ตามปกติจะมีคาสูงกวา BI  มาก ๆ จึงประมาณไดวา '

C CI   I≅  แตถาไมประมาณคาของกระแส
แลวจะไดสมการของการหาคาตาง ๆ ดังนั้น   
  '

C C FE BI   I   h I≅ =  (4.16) 
 และ   E CI I≅  
จากสมการ (4.15) จะได 

  
( )
( )
( )

CC C B C B B BE

CC BE C B C B B

FE B B C B B

         V  I I R I R V

V V  I I R I R

                h I  I R I R

= + + +

− = + +

= + +

 

     
( )

( )
CC BE FE B C B B

B FE C B

V V  h 1 I R I R

               I h 1 R R

− = + +

= + +⎡ ⎤⎣ ⎦
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ดังนั้นจึงสามารถหาคา BI  และ BR  ไดดังนี ้

  
( )

CC BE
B

FE C B

V V I  
h 1 R R

−
=

+ +
 (4.17) 

  ( )CC BE
B FE C

B

V VR  h 1 R
I
−

= − +  (4.18) 

และวงจรทางดานเอาตพุต ดงัรูปที่ 4.8 

 
 

รูปที่ 4.8 วงจรทางเอาตพุตของการไบอัสแบบปอนกลับ 
 

 จากวงจรในรปูที่ 4.8 เขียนสมการไดคือ 
 '

CC C C CEV  I R V= +  
 ( )CE CC C B CV  V I I R= − +  (4.19) 

 CC CE
C

C B

V V R  
I I
−

=
+

 (4.20) 
 

ตัวอยางที่ 4.2  จากวงจรไบอสัแบบปอนกลับ กําหนดให 
Ω== k50R,V10V

BCC
Ω= 980R

C FE BEh 50 , V 0.7 V= =  จงคํานวณหาคาแรงดันและ

กระแสไบอัส 
วิธีทํา  
 หาคา BI  จากสมการ (4.17) 

  
( )

( )

CC BE
B

FE C B

V  VI  
(h 1)R R

10 0.7  V
    

50 1 980 50 k

    93 

−
=

+ +

−
=

+ × Ω + Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
= μΑ

 

 
 หาคา CI  จากสมการ (4.8) 
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C FE BI  h I

    50 93 
    4.65 m

=
= × μΑ
= Α

 

 หาคา CEV  จากสมการ (4.19) 

   
( )

CE CC C B CV  V (I  I )R

       10 V 4.65 mA 93 980 )

= − +

= − + μΑ × Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
 

        5.351 V=  ตอบ 
   

4.3  การไบอัสทรานซิสเตอรแบบสเตบิไลซ 
 การไบอัสแบบสเตบิไลซอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา อิมิตเตอรไบอัส ซ่ึงมักจะนิยมจัดวงจรแบบ
วงจรแบงแรงดันทางอินพุต ทําใหบางครั้งการจัดไบอัสแบบนี้ถูกเรียกวาการไบอัสแบบแบง  แรงดัน 
(Voltage Divider Bias) คือการจายแรงดันไบอัสที่ขา B ของทรานซิสเตอรเปนแบบไบอัส   คงที่ ซ่ึงถูก
จัดเปนวงจรแบงแรงดัน และใสความตานทานที่ขา E ที่เรียกวาความตานทานสเตบิไลซ (Stabilize 
Resistor) เปนตัวชวยปรับการไบอัสใหขา B ของทรานซิสเตอรอยางพอเหมาะกับที่ทรานซิสเตอร
ตองการ ดังรูปที่ 4.9 

 
 

รูปที่ 4.9 วงจรไบอัสแบบสเตบิไลซ 
 

 วงจรสเตบิไลซไบอัสมีการปอนกลับแบบลบโดยใชตัวตานทาน ER  ตอระหวางอิมิเตอรกับ
กราวด แรงดันของเบสถูกกําหนดโดยตัวตานทานแบงแรงดัน 1 2R , R  ปกติจะมีกระแสไหลใน 1 2R , R  
มากกวา BI  หลายเทา ดังนั้นแรงดันที่เบสจึงคอนขางคงที่ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จะทําให CI  เพิ่มขึ้น สงผล
ใหแรงดันที่ตกครอม ER  เพิ่มขึ้นตามไปดวยเปนผลให BEV  ลดลง จึงทําให BI  ไหลนอยลง ซ่ึง BI  จะ
เปนตัวควบคุม CI  ไหลลดลงเขาสูสภาวะปกติจากการปอนกลับแบบลบดวย และ EC  เปนการลัดวงจร
เมื่องมองวงจรดวยเงื่อนไขไฟฟากระแสสลับ 
 ขอดี   มีความคงที่ตออุณหภูมิดีมาก ER  ที่เพิ่มขึ้นมาทําใหกระแส CI  ไหลคงที่   
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 ขอเสีย  ใชอุปกรณในการตอวงจรมากคาใชจายกข็ึ้นตามไปดวย 
 

 
 

ก. การแทนวงจรของเทวินินที่อินพุตของวงจร 
 

 
ข. การหา ThV      ค. การหา ThR  

 

 
ง.  การแทน ThR  และ ThV  

 

รูปที่ 4.10 วงจรสมมูลของการไบอัสแบบสเตบิไลซ 
 

 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหวงจร จะใชทฤษฎีของเทวินินแปลงวงจรไบอัสทางดานอินพุต 
(ขา B) โดยพิจารณาเฉพาะวงจรกระแสตรง (ตัวเก็บประจุจะเปรียบเปนสวิตซเปดวงจร) เมื่อมองที่ขาเบส 
จะเห็นวาแรงดันระหวางขั้ว AB เปนตัวสรางกระแส BI  ดังนั้นจึงสามารถแทนวงจรที่ประกอบดวย 

CC 1V  ,  R  และ 2R  ดวยแหลงกําเนิดแรงดัน ThV  และ ThR  สามารถหาคาไดดังนี้ 
 1. แรงดัน ThV  คือแรงดันระหวางจุด AB สามารถหาไดจากการแบงแรงดันดังรูปที่ 4.10 ข. 

 CC 2
Th

1 2

V RV  
R R

=
+

 (4.21)  
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 2. ความตานทานภายใน ThR  คือความตานทานที่มองเห็นเมื่อมองเขาระหวางขั้ว AB ในวงจรรูปที่ 
4.10 ก. โดยมีการลัดวงจรของแหลงจายแรงดันและเปดวงจรแหลงจายกระแสทั้งหมดผลก็คือเห็น 1R  
ตอขนานกับ 2R  ดังรูปที่ 4.10 ค. ซ่ึงจะไดสมการ ThR  คือ 

 1 2
Th

1 2

R  RR  
R R

=
+

 (4.22) 

 เมื่อแทนวงจรในรูปที่ 4.9 ดวยรูปที่ 4.10 ง. แลว จะสามารถเขียนสมการของวงจรที่ขาเบสได
เปนสมการทางอินพุต เมื่อไมมีสัญญาณอินพุต เขามาได คือ 
 ( )Th B B BE C B EV I R V I I R= + + +  (4.23) 

และ 
( )
Th BE

B
Th FE E

V V  I
R h 1 R

−
=

+ +
 (4.24)  

สวนทางเอาตพุต สามารถเขียนสมการไดคอื 
 ( )CC C C CE C B EV  I R V I I R= + + +  
 จาก C FE BI h I=  ซ่ึงถาสมมติวา FEh 1>>  ซ่ึงจะทําให CI  จึงมากกวา BI  มาก ดังนั้นจาก
สมการเอาตพุตจะได           
 ( )CE CC C C EV V I R R= − +  (4.25) 
 นอกจากนี้เพื่อใหการออกแบบวงจรงายขึ้น จากรูปที่ 4.9 จะเห็นวา 1 2 BI I I= +  โดย        
สัดสวนของกระแสจะหาไดจาก 

 B

2

I  0.1
I

η = ≈    หรือ  2 BI   10I=  (4.26) 

และกําหนดคาแรงดันตกครอม ER  มีคาเทากับ   E CCV  0.1 V≅  
และสามารถหาคาตาง ๆไดดงันี้                                  

 E
E

C B

V R  
I I

=
+

 (4.27) 

 CC CE E
C

C

V V V R  
I

− −
=  (4.28) 

 Th BE EV  V  V= +  

 Th
2

B

V R  
10I

=  (4.29) 

 CC 2
1 2

Th

V R  R  R
V

= −  (4.30) 
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ตัวอยางที่ 4.3 วงจรสเตบิไลซไบอัสมี C E 1 2R 1 k  ,R 500 k  ,R 17.6 k  ,R 10 k= Ω = Ω = Ω = Ω   
กําหนดให BE FE CCV 0.7 V , h 50 ,V 10 V= = =  จงคํานวณหาคา C CEI ,V  
วิธีทํา 
 หาคาของ ThV   

  

CC 2
Th

1 2

V RV
R R
10 V 10 k     

17.6 k 10 k
     3.62  V

=
+

× Ω
=

Ω+ Ω
=

 

 หาคาของ ThR  

 

1 2
Th

1 2

R RR
R R
17.6 k 10 k      
17.6 k 10 k

      6376.81 

=
+

Ω× Ω
=

Ω+ Ω
= Ω

 

 หาคาของ BI  

 

( )
( )

( )

Th BE
B

Th FE E

V VI
R h 1 R

3.26 0.7  V
   

6376.81 50 1 500 k

   0.1 

−
=

+ +

−
=

+ + × Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
= μΑ

 

 หาคาของ CI                                                  

 
C FE BI h I

   50 0.1 
   5 

=
= × μΑ
= μΑ

 

 หาคาของ CEV  

 
( )

( )
CE CC C C EV V I R R

      10 V 5 1 k 500 k

= − +

= − μΑ× Ω+ Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
 

       7.495  V=  ตอบ 
 

4.4 ทรานซิสเตอรแบบ พีเอนพี (PNP Transistors) 
 หลักการวเิคราะหที่ใชกับทรานซิสเตอร NPN  นํามาใชกับทรานซิสเตอร PNP  ได คือ อันดับ
แรกตองหาคา BI  กอน แลวใชความสัมพันธของพารามิเตอรหาคาที่ยังไมทราบ ความแตกตางประการ
เดียวระหวางสมการของทรานซิสเตอรทั้ง 2 ประเภทก็คือ เคร่ืองหมายของคาตาง ๆ 
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รูปที่ 4.11 การจัดไบอัสทรานซิสเตอรชนิด PNP แบบสเตบิไลซ 
 

 จากรูปที่ 4.11 พารามิเตอรตาง ๆ ของทรานซิสเตอรชนิด PNP  จะหาคาไดเหมือนกับ
ทรานซิสเตอรแบบ NPN  แตทิศทางของกระแสไฟฟาจะตรงกันขาม และเมื่อใช KVL มาพิจารณา  ลูป
ของขา B-E จะไดสมการคือ 
 CC B B BE E E0 V I R V I R= − + −  
แทนคา ( )E FE BI h 1 I= +  ลงในสมการจะได 
  ( )CC B B BE FE B E0 V I R V h 1 I R= − + − +  
  ( )CC BE B B FE E  V V I R h 1 R= + − + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (4.31) 

 เมื่อทรานซิสเตอรผลิตจากสารซิลิกอนจะมี BEV 0.7V= −  เมื่อแทนคา BEV  ลงในสมการนี้ 
จะไดสมการหากระแส BI  ดังนี้ 

    
( )
CC BE

B
B FE E

V VI
R h 1 R

+
=

+ +
 (4.32) 

 ขอควรจํา คือ BI  ของทรานซิสเตอรแบบ NPN  กับ PNP  มีทิศทางตรงกันขามเสมอ 
 

สวนสมการทางเอาตพุต เมือ่นํา KVL มาพิจารณาที่ลูปของขา C-E จะได 

   
( )

CC C C CE E E

CE CC C C E E

CC FE B C FE B E

V I R V I R
   V V I R I R
         V h I R h 1 I R

− = − + −

= − + +

= − + + +

 

 ( )CC B FE C FE E      V I h R h 1 R= − + + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (4.33) 
 

 จากสมการ (4.33) คาของ CEV  จะมีคาติดลบ เพราะคาของ CCV  มีคามากกวา 
( )B FE C FE EI h R h 1 R+ +⎡ ⎤⎣ ⎦  นั่นเอง 
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ตัวอยางที่ 4.4  จากรูปที ่4.12 เปนวงจรไบอสัแบบแบงแรงดัน จงหาคา CEV  

 
 

รูปที่ 4.12 วงจรการไบอัสทรานซิสเตอรชนิด PNP แบบแบงแรงดัน 
วิธีทํา  
 เงื่อนไขในการไบอัสแบบแบงแรงดันที่ใชในการตรวจสอบ คือ 

 E 2            R     10R
120 1.1 k     10 10 k

β ≥
× Ω ≥ × Ω

 

        132 k     100  kΩ ≥ Ω     (เปนจริงตามเงื่อนไข) 
 จากรูปที่ 4.12 หาคาแรงดันทีข่าเบส จะได 

 
( )2 CC

B
1 2

10k 18VR VV
R R 47k 10k

    3.16 V

Ω× −
= =

+ Ω+ Ω
= −

 

 พิจารณาวงจรทางดานอินพตุโดยใช KVL จะไดสมการ คือ 

 ( ) ( )
( )

B BE E

E B BE

V V V
V V V
    3.16V 0.7V

    3.16 0.7 V
    2.46 V

= +
= −

= − − −

= − +

= −

 

 หาคากระแส EI  ไดคือ 

  
E

E
E

V 2.46 VI
R 1.1 k

   2.24 mA

−
= =

Ω
= −

 

 เครื่องหมายลบที่เกิดขึ้นหมายถึงทิศทางการไหลของกระแสจริงจะไหลในทิศทางตรงกันขาม
กับที่ทําการคํานวณ 
หาคากระแส BI  จากสามการ ( )E FE BI h 1 I= +  จะได 
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 ( )
E

B
FE

I 2.24 mAI     
h 1 121

    18.5 A

= =
+

= μ

 

 พิจารณาวงจรทางดานเอาตพุตโดยใช KVL จะไดสมการ คือ 

 CC C C CE E E

CE CC C C E E

V I R V I R
   V V I R I R
− = − + −

= − + +
 

 
( )
( )

CE CC FE B C FE B E

CC B FE C FE E

   V V h I R h 1 I R

         V I h R h 1 R

= − + + +

= − + + +⎡ ⎤⎣ ⎦
 

แทนคา 

 
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( )

CEV 18 18.5 A 120 2.4k 121 1.1k

      18 18.5 A 421.1k

      18 7.79 V

= − + μ × × Ω + × Ω⎡ ⎤⎣ ⎦

= − + μ × Ω

= − +

 

       10.2 V= −  ตอบ 


